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(57)【要約】
【課題】
　信頼性の高い有機ＥＬ表示装置をより簡略な工程で製
造する。
【解決手段】
　本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製
造方法の一つは、第１の基板上に発光素子を形成し、第
２の基板上に枠状にシール材を形成し、シール材で囲ま
れた領域に、液状の吸湿性物質を含む組成物を滴下し、
組成物を固化することにより吸湿性物質を含む層を形成
し、発光素子と、吸湿性物質を含む層とを内側に封じ込
めるように、第１の基板と第２の基板とをシール材によ
って固着する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を各々有する複数の画素が形成された第１主面を有する第１の基板、該第１主
面に対向し且つ吸湿性物質を含む層が形成された第２主面を有する第２の基板、及び該第
１主面内で該複数の画素が形成された領域を囲み且つ該第１の基板と該第２の基板とを貼
り合わせて該第１主面と該第２主面との間に該複数の画素を封止するシール材を備え、
　前記第２主面において、前記吸湿性物質を含む層は、その輪郭が前記シール材の内周と
外周との間で該外周沿いに延在し、且つその該シール材と重なる周縁が該シール材の外周
と離されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層は、前記第２の基板の前記第２主面の前記
シール材の内周で囲まれた全域と該全域の全周に形成され、該全周に形成された該吸湿性
物質を含む層の前記周縁は、該第２主面と接する該シール材の周縁で囲まれていることを
特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項３】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層は透光性を有することを特徴とする有機エ
レクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層は、可視光の全領域で９０％以上の透過率
を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層は、流動可能な状態で塗布された後、２０
０℃以下の加熱温度で流動しない膜状に形成されることを特徴とする有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置。
【請求項６】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層は前記第２の基板に設けられることを特徴
とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】
　請求項１において、前記シール材は、２００℃以下の加熱によって柔軟性と接着性を損
失しないことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】
　請求項１において、前記シール材は、光硬化性樹脂からなることを特徴とする有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】
　請求項１において、前記シール材が、有機ポリマと光反応開始剤との混合物からなるこ
とを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１０】
　請求項９において、前記有機ポリマが、側鎖アクリル基を有するポリマであることを特
徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１１】
　請求項９において、前記有機ポリマが、ビニルエーテルポリマであることを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１２】
　請求項９において、前記有機ポリマが、ハイパーブランチ型エポキシアクリレートポリ
マであることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１３】
　請求項９において、前記有機ポリマが、ハイパーブランチ型オキセタンメタリレートポ
リマであることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１４】
　請求項９において、前記有機ポリマが、ノボラック型オキセタンアクリレートポリマで
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あることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１５】
　請求項９において、前記光反応開始剤が、光ラジカル重合開始剤であることを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１６】
　請求項１において、前記シール材は、一部が前記吸湿性物質を含む層の上に配置される
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項１７】
　請求項１において、前記シール材は、前記第１の基板の前記第１主面と前記第２の基板
の前記第２主面との間隔を規制するスペーサを含有することを特徴とする有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置。
【請求項１８】
　請求項１において、前記第２の基板は透光性を有することを特徴とする有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置。
【請求項１９】
　請求項１において、前記第２の基板は可視光の全領域で９５％以上の透過率を有するこ
とを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２０】
　請求項１において、前記吸湿性物質を含む層と前記第２の基板を通して、前記発光素子
の発光を取り出すことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２１】
　請求項１において、前記第１の基板は透光性を有することを特徴とする有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置。
【請求項２２】
　請求項１において、前記第１の基板を通して、前記発光素子の発光を取り出すことを特
徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２３】
　発光素子が形成された第１主面を有する第１の基板と、吸湿性物質を含む層が形成され
た第２主面を有する第２の基板とを、該第１主面と該第２主面とで貼り合せる有機エレク
トロルミネッセンス表示装置の製造方法であって、
　前記第２の基板の前記第２主面にシール材の前駆体を枠状に形成する第１工程、
　前記第２主面の前記シール材の前駆体で囲まれた領域に、前記吸湿性物質を含む液状の
組成物を塗布し、前記組成物を乾燥させて前記吸湿性物質を含む層を形成する第２工程、
及び
　前記第２の基板を、前記第２主面に形成された前記枠状のシール材の前駆体で前記第１
主面に形成された前記発光素子を囲みながら前記第１の基板に重ね合わせ、該シール材の
前駆体を硬化させることにより、該シール材で該第１の基板と該第２の基板とを固着し且
つ該第１主面と該第２主面との間に該発光素子と該吸湿性物質を含む層とを封じ込める第
３工程をこの順に行うことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方
法。
【請求項２４】
　請求項２３において、前記組成物を加熱することで固化し、前記吸湿性物質を含む層を
形成することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２５】
　請求項２３において、前記組成物を２００℃以下の温度で加熱することで固化し、前記
吸湿性物質を含む層を形成することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置
の製造方法。
【請求項２６】
　請求項２３において、前記組成物を、不活性気体雰囲気中で塗布することを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
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【請求項２７】
　請求項２３において、前記シール材は、２００℃以下の加熱によって柔軟性と接着性を
損失しないことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２８】
　請求項２３において、前記シール材は、紫外光硬化性樹脂からなることを特徴とする有
機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項２９】
　請求項２３において、前記シール材が、有機ポリマと光反応開始剤との混合物からなる
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３０】
　請求項２９において、前記有機ポリマが、側鎖アクリル基を有するポリマであることを
特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３１】
　請求項２９において、前記有機ポリマが、ビニルエーテルポリマであることを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３２】
　請求項２９において、前記有機ポリマが、ハイパーブランチ型エポキシアクリレートポ
リマであることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３３】
　請求項２９において、前記有機ポリマが、ハイパーブランチ型オキセタンメタリレート
ポリマであることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３４】
　請求項２９において、前記有機ポリマが、ノボラック型オキセタンアクリレートポリマ
であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３５】
　請求項２９において、前記光反応開始剤が、光ラジカル重合開始剤であることを特徴と
する有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法。
【請求項３６】
　請求項２３において、前記シール材は、紫外光の照射により固化することを特徴とする
有機エレクトロルミネッセンス表示の製造方法。
【請求項３７】
　請求項２３において、前記シール材は、紫外光の照射により硬化が開始し、その後の加
熱により固化することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置(有機ＥＬ表示装置)に関わる。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス表示装置（Organic Electroluminescence Display Devi
ce，以下、有機ＥＬ表示装置と記す）の一例を、図７及び図８を参照して説明する。図７
は、従来の有機ＥＬ表示装置の断面構造を模式的に示す。この有機ＥＬ表示装置は、主面
に複数の画素が二次元的に配置された素子基板（第１基板）３０１と、この素子基板３０
１の主面に対向する封止キャップ（第２基板）３０６とを備える。アクティブマトリクス
型有機ＥＬ表示装置の素子基板３０１の主面における複数の画素の配置を、その等価回路
として図８に示す。複数の画素ＰＸの各々には、発光電源部から電力供給線ＰＬ及び基準
電位線ＣＬを通して基準電位へ流れる駆動電流により発光する有機ＥＬ素子（有機エレク
トロルミネッセンス素子の略、発光ダイオード又は発光素子とも記される）ＯＬＥと、こ
の電流を制御する２つの能動素子（薄膜トランジスタ）ＴＲ１，ＴＲ２とが設けられる。
能動素子ＴＲ１は、走査信号駆動回路から走査信号線ＧＬを通してこれに印加される走査
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信号で制御されて、映像信号駆動回路から映像信号線ＤＬを通してこれに供給される映像
信号を、画素に備えられた容量素子ＳＴＲに取り込む。能動素子ＴＲ２は、容量素子ＳＴ
Ｒに取り込まれ且つ保持された映像信号に応じて、有機ＥＬ素子ＯＬＥに注入される駆動
電流を制御する。これらの素子を各々備えた複数の画素ＰＸは、素子基板３０１の主面内
にて有機ＥＬ表示装置の表示領域ＤＩＳＰを成す。パッシブマトリクス型有機ＥＬ表示装
置において、能動素子ＴＦＴ１，ＴＦＴ２や容量素子ＳＴＲは画素ＰＸに設けられず、走
査信号線ＧＬの如く配置された電力供給線ＰＬと、映像信号線ＤＬの如く配置された基準
電位線ＣＬとが、有機ＥＬ素子ＯＬＥの両端に夫々接続される。以下の説明では、複数の
画素ＰＸの一つに形成された有機ＥＬ素子ＯＬＥを、表示領域ＤＩＳＰを成す有機ＥＬ表
示回路３０２として代表させる。
【０００３】
　有機ＥＬ素子には、その素子内部への水分の侵入により、いわゆるダークスポット（非
発光部）が発生することがある。これに対し、特許文献１には、封止キャップ（金属製ま
たはガラス製）３０６の素子基板３０１に対向する主面に乾燥剤を搭載し、素子基板３０
１の主面において上記表示領域ＤＩＳＰを囲むシール材３０３で素子基板３０１と封止キ
ャップ３０６とを貼り合わせることが開示される。素子基板３０１の主面、封止キャップ
３０６の主面、及びシール材３０３に囲まれた空間（以下、封止空間）３０４で有機ＥＬ
素子（発光素子ともいう）を封止することによって、有機ＥＬ素子内部への水分の侵入が
防がれる。図７に示される従来の有機ＥＬ表示装置では、封止キャップ３０６の素子基板
３０１に対向する主面に形成された凹部３０７にシート状吸湿材３０５を搭載することに
より、素子基板３０１の主面を封止キャップ３０６で封止した際のシート状吸湿材３０５
の有機ＥＬ表示回路３０２への接触が防がれる。この表示装置では、有機ＥＬ素子（有機
ＥＬ表示回路３０２）からの発光（emitted light）３０８がシート状吸湿材３０５で遮
蔽されるため、当該発光３０８は素子基板３０１から有機ＥＬ表示装置の外側に出射され
る。このようにして有機ＥＬ素子からの発光３０８による画像を素子基板３０１側に表示
する有機ＥＬ表示装置は、ボトムエミッション型（Bottom Emission type）と呼ばれる。
図７に示されたボトムエミッション型の構造では、素子基板３０１上に形成された他の駆
動回路等の配線（例えば、上述した能動素子ＴＲ１，ＴＲ２や容量素子ＳＴＲ）の遮蔽に
より、画素ＰＸ毎の開口率が制限されるため、高精細化された有機ＥＬ表示装置にて、高
輝度を得るのが難しい。
【０００４】
　有機ＥＬ表示回路３０２の上部に形成する電極を透明化して、有機ＥＬ表示装置からの
発光３０８の取り出しを、その電極側から行うことで駆動回路の干渉を回避する技術とし
て、例えば特許文献２記載の技術が知られている。封止キャップ３０６に代えて透光性を
有する平板状の封止キャップを用い、この封止キャップに、透光性と吸湿性を有する有機
金属化合物の膜（吸湿材層）を形成して、封止キャップをシール材３０３により素子基板
３０１に固着することにより、有機ＥＬ素子からの発光３０８は透光性を有する平板状の
封止キャップと吸湿材層を通して、有機ＥＬ表示装置の外側に出射される。封止キャップ
に凹部を形成する必要もないため、部材の低コスト化も図られる。
【０００５】
　透光性を有する吸湿性物質を含む層（吸湿材層）を封止基板（平板状の封止キャップ）
主面の所定の領域に形成する技術は、例えば特許文献３に開示される。特許文献３に開示
される手法は、平板状の封止基板上に予め枠体を設け、吸湿性物質を液体の状態（流動を
有し且つ滴下可能な状態）で枠体内に滴下することで、この枠体の内側に透光性を有する
吸湿材層を形成する。　
【特許文献１】特開平９－１４８０６６号公報
【特許文献２】特開２００３－１４２２５６号公報
【特許文献３】特開２００５－２０９６３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　特許文献２には、上記有機金属化合物として、アルミニウム・オキサイド・オクチレー
ト（aluminum oxide octylate，化学式：(R-CO-O-Al=O)n，R= C7H15）及びその誘導体（R
-CO= C6H5，R= C17H35，他）が開示される。本発明者らは、これらの材料を用いて、平板
封止基板上における透光性を有する吸湿材層の形成を検討したが、次の課題を見出した。
これらの有機金属化合物で吸湿材層を形成する上で、有機金属化合物の溶液を調合し、こ
の溶液を封止基板の主面に塗布せねばならない。しかし、この溶液を、十分な濃度の有機
金属化合物を含ませた状態で、吸湿材層形成に好適な粘度に調整することが難しい。アル
ミニウム・オキサイド・オクチレートやその誘導体は、これが添加された有機溶剤の粘度
を高める。このため、有機金属化合物の溶液を封止基板主面の「有機ＥＬ表示装置の表示
領域」に対向する領域全体に塗布するには、ディスペンサを用い、この領域の部分毎に有
機金属化合物の溶液を滴下せねばならず、封止基板の製造のタクトタイムも大幅に伸びる
。
【０００７】
　一方、この溶液の粘度を希釈により下げたとき、封止基板主面の上記領域に吸湿材層を
十分な厚さで形成するには、この希釈溶液で封止基板主面（上記領域）を重ね塗りせねば
ならない。しかし、有機ＥＬ表示装置の量産工程では、「重ね塗り」の間隔を延ばすこと
は難しく、故に既に塗布された有機金属化合物が次の希釈溶液の塗布で封止基板主面の端
部に流されることもある。その結果、吸湿材層の一部がシール材を貫通して、有機ＥＬ表
示装置の雰囲気（ambient atmosphere，外気）に暴露され、この一部が短時間で吸湿能力
の飽和に達して吸湿材としての能力を失うのみならず、斯様な失活領域が封止空間に形成
された吸湿材層の残りの部分にもシール材近傍から徐々に拡大する。また、吸湿材層の材
料内部からの透湿も相俟って、封止空間を乾燥雰囲気（低水分濃度雰囲気）に維持てする
ことが困難となる。
【０００８】
　特許文献３に倣い、封止基板主面の吸湿材層を形成する領域に予め枠体を設けることは
、封止基板の製造工程数の増加と枠体自身の部材コスト加算をもたらす。また、上述した
有機金属化合物（吸湿性物質）の希釈溶液に係る問題の解決するには、この枠体を封止基
板主面から十分高く形成せねばならない。しかし、素子基板主面に形成される有機ＥＬ表
示回路（アクティブマトリクス型では薄膜トランジスタ等の駆動回路も含む）は薄いため
、素子基板と封止基板との間隔を枠体だけのために広げねばならなくなる。その結果、封
止基板主面から素子基板に突き出た枠体が、有機ＥＬ表示装置に加わる外力（衝撃）によ
り、素子基板やその主面に形成された配線を損傷する可能性も否めない。
【０００９】
　以上、従来の有機ＥＬ表示装置に係る問題を、特許文献２に開示された有機金属化合物
による吸湿材層の形成を例に述べたが、特許文献３に例示された他の吸湿性物質による吸
湿材層の形成でも、同様な問題は生じる。即ち、吸湿性物質を含み又はこれが分散された
溶液やスラリー（slurry）が、所定の濃度以上の吸湿性物質を含み得ないためである。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は水分の影響による有機ＥＬ
素子の劣化を防ぎ得る信頼性の高い有機ＥＬ表示装置と、この有機EL表示装置をより簡略
かつ安価に製造できる製造方法とを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記した目的を達成するために、以下に例示される有機エレクトロルミネッ
センス表示装置及びその製造方法を提供する。
【００１２】
　本発明による有機エレクトロルミネセンス表示装置の一つは、発光素子を有する画素部
が主面に形成された第１の基板と、吸湿性物質を含む層が主面に形成された第２の基板と
、第１の基板の主面と第２の基板の主面とを貼り合せるシール材とを備え、吸湿性物質を
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含む層は第２の基板の主面にシール材に囲まれて設けられ、第１の基板と第２の基板とは
、夫々の主面に挟まれた空間内に画素部と吸湿性物質を含む層とが封じ込められるように
、シール材によって固着される。
【００１３】
　本発明による有機エレクトロルミネッセンス表示装置の具体例の一つは、発光素子を各
々有する複数の画素が形成された第１主面を有する第１基板、第１主面に対向し且つ吸湿
性物質を含む層が形成された第２主面を有する第２基板、及び第１主面内で複数の画素が
形成された領域を囲み且つ第１基板と第２基板とを貼り合わせて第１主面と第２主面との
間に複数の画素を封止するシール材を備え、前記第２主面において、前記吸湿性物質を含
む層は、その輪郭が前記シール材の内周と外周との間で当該外周沿いに延在し、且つその
シール材と重なる周縁が当該シール材の外周と離されている。「吸湿性物質を含む層」は
、例えば、第２主面（第２の基板）の「シール材の内周で囲まれた全域」と「当該全域の
全周（例えば、当該全域を取り囲む枠状領域）」に形成される。第２主面内において、「
吸湿性物質を含む層の前記周縁（シール材と重なる輪郭）」は、「シール材の内周で囲ま
れた前記全域」をその全周に亘って取り囲み、且つ「当該シール材の周縁（例えば、シー
ル材の外周に沿う枠状部分）」で囲まれている。例えば、「吸湿性物質を含む層」の輪郭
は、シール材の外周と内周との間を、夫々から離されて延在する。
【００１４】
　一方、本発明による有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法の一つは、第１
の基板上に発光素子を、第２の基板上に枠状にシール材を夫々形成した後、シール材で囲
まれた領域に液状の吸湿性物質を含む組成物を滴下する工程と、この組成物を固化するこ
とにより吸湿性物質を含む層を形成する工程と、前記発光素子と前記吸湿性物質を含む層
とが第１の基板と第２の基板とに挟まれた空間内に封じ込めるように、第１の基板と第２
の基板とをシール材によって固着する工程とを順次行う。
【００１５】
　本発明による有機エレクトロルミネッセンス表示装置の製造方法の具体例の一つは、次
のように記される。
【００１６】
　発光素子が形成された第１主面を有する第１の基板と、吸湿性物質を含む層が形成され
た第２主面を有する第２の基板とを、第１主面と該第２主面とで貼り合せる有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置の製造方法であって、
　前記第２の基板の前記第２主面にシール材の前駆体を枠状に形成する第１工程、
　前記第２主面の前記シール材の前駆体で囲まれた領域に、前記吸湿性物質を含む液状の
組成物を塗布し、前記組成物を乾燥させて前記吸湿性物質を含む層を形成する第２工程、
及び
　前記第２の基板を、前記第２主面に形成された前記枠状のシール材の前駆体で前記第１
主面に形成された前記発光素子を囲みながら前記第１の基板に重ね合わせ、シール材の前
駆体を硬化させることにより、シール材で第１の基板と第２の基板とを固着し且つ第１主
面と第２主面との間に発光素子と吸湿性物質を含む層とを封じ込める第３工程をこの順に
行うことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　発光素子（有機エレクトロルミネッセンス素子，以下、有機ＥＬ素子）を各々備えた複
数の画素が形成された第１基板の主面に第２基板を対向させて貼り合わせる前に、第２基
板の第１基板に対向させられる主面には、シール材（シールの前駆体）が枠状に塗布され
、このシール材で囲まれた領域には吸湿性物質を含み又はこれが分散された溶液（含むス
ラリー）が流し込まれる。この溶液から溶媒（バインダ）を蒸発させる工程で、上記領域
における溶液の液面は下がり、この領域全体に吸湿性物質からなる膜（吸湿性物質を含む
層，以下、吸湿材層）を薄く且つ十分な密度が形成される。この膜の上面は、溶液の液面
により平坦化されるため、吸湿材層の特に有機エレクトロルミネッセンス表示装置（以下
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、有機ＥＬ表示装置）の表示領域（第１基板の主面の上記複数の画素が形成された部分）
に対向する部分が均質に形成される。また、シール材は硬化させない状態で、これに含ま
れる水分がある程度除去される。
【００１８】
　第１基板の上記主面と第２基板の上記主面とを対向させて貼り合わせる工程で、シール
材は、その硬化によりその第２基板の主面からの高さが縮まり、吸湿材層の周縁部分を覆
う。第２基板の主面内にて、吸湿材層の輪郭（外周）は、シール材の内周から当該主面端
部に向けて突き出るも、シール材の外周（輪郭）内で終端され、シール材の外周に接する
ことも、これから主面端部に向けて突き出ることもない。換言すれば、シール材と吸湿材
層とが接する第１領域が、シール材と第２基板の主面とが接する第２領域に囲まれる。こ
れにより、第１基板と第２基板とシール材とで囲まれた封止空間と有機ＥＬ表示装置の雰
囲気（外気）とがシール材で絶縁され、この雰囲気中の水分が吸湿材層を介して封止空間
内に入ることはない。また、シール材の硬化過程でシール材から放出される微量な水分は
、吸湿材層のシール材に覆われる周縁部分（第１領域）に吸収される。封止空間内に位置
する吸湿材層（シール材に覆われない領域）は、この上記周縁部分に沿う一部でシール材
からの水分を吸収することはあっても、この「第１基板主面の複数の画素が形成された領
域」に対向する部分は十分に乾燥された状態に保たれる。従って、封止空間における有機
ＥＬ表示回路の雰囲気の水分濃度は十分抑えられ、良好に乾燥されるため、画素毎に設け
られた有機ＥＬ素子の劣化も抑止できる。
【００１９】
　さらに、第２基板主面に吸湿性物質を含む溶液の塗布を制御するための枠体の如き構造
物を設ける必要もないため、第１基板主面は、その複数の画素が形成された領域とシール
材との接合領域との間で、当該構造物に対向しない。従って、有機ＥＬ表示装置に加わる
外力で、第１基板やその主面に形成された配線が損傷することもない。
【００２０】
　上述のとおり、本発明によれば、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を、より簡略な製造工
程で製造することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、夫々に関連する図面を参照して説明する。但し、本
発明は下記実施形態に限定されず、本発明の趣旨から逸脱しない範囲において、その形態
および詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明
は以下に示す実施形態に例示される内容に限定して解釈されるものではない。
【００２２】
　＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態を、図１を用いて説明する。図１は有機ＥＬ表示装置の断面図で
ある。
【００２３】
　素子基板（第１基板）１はガラス基板等の絶縁基板であり、その表面（主面）には薄膜
トランジスタ（能動素子、以下、ＴＦＴと略称する）等の駆動回路および配線が形成され
ている。その詳細は、背景技術として、図８を参照して説明したとおりである。
【００２４】
　素子基板１の主面上に形成された有機ＥＬ表示回路のうち、本発明に関連する要素は発
光素子（有機ＥＬ素子，Organic EL element）ＯＬＥであり、パッシブマトリクス型有機
ＥＬ表示装置でも同様である。従って、本実施形態では、複数の画素ＰＸの一つに形成さ
れた有機ＥＬ素子ＯＬＥ（図１では参照番号５）を、表示領域ＤＩＳＰを成す有機ＥＬ表
示回路として代表させる。
【００２５】
　図１において、有機ＥＬ素子（発光素子ともいう）５は、素子基板１の主面上に下部電
極２、有機発光層３、及び上部電極４を順次積層して構成される。有機ＥＬ素子は、発光
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ダイオードに類似した機能を有し、その構造は、下部電極２を陰極とし且つ上部電極４を
陽極とするものと、下部電極２を陽極とし且つ上部電極４を陰極とするものとに分けられ
る。いずれの場合も、上部電極４に可視光の高い透過性を有する材料を用いる。上部電極
４の形成には、可視光全領域（３８０ｎｍ～７８０ｎｍの波長帯域）において、８０％以
上（好ましくは９０％以上）の透過率を示す材料を用いることが望ましい。下部電極２を
陰極とし且つ上部電極４を陽極とする有機ＥＬ素子５は、素子基板１の主面側から下部電
極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／上部電極の順に積層さ
れた積層構造を有する。下部電極２を陽極とし且つ上部電極４を陰極とする有機ＥＬ素子
５は、下部電極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／上部電極
の順に積層された積層構造を有する。ただし、いずれの積層構造においても、電子注入層
あるいは正孔注入層、電子輸送層あるいは正孔輸送層が省略されることがある。
【００２６】
　下部電極２と上部電極４の間に積層される上記５種類の層の夫々を成す材料を以下に例
示する。
【００２７】
　電子注入層の材料としては、弗化リチウム，弗化マグネシウム，弗化カルシウム，弗化
ストロンチウム，弗化バリウム，酸化マグネシウム，酸化アルミニウム等がある。その形
成（成膜）は、真空蒸着法等により行なわれる。
【００２８】
　電子輸送層の材料としては、トリス（８－キノリノール）アルミニウム（tris (8-quin
olinol)-aluminum），オキサジアゾール誘導体（oxadiazole derivatives），シロール誘
導体（silole derivatives），亜鉛ベンゾチアゾール錯体（benzothiazole zinc complex
）等がある。その形成（成膜）は、真空蒸着法等により行なわれる。
【００２９】
　発光層は、これを成すホスト材料自体が発光する場合と、ホスト材料に微量に添加され
たドーパント材料が発光する場合がある。ホスト材料としては、ジスチリルアリーレン誘
導体（di(styryl) arylene derivatives、例えば、ＤＰＶＢｉ（1,4-bis (2,2-diphenylv
inyl) biphenyl）），骨格にベンゼン環を有するシロール誘導体（例えば、２ＰＳＰ（1,
2-bis (1-methyl-2,3,4,5,-tetraphenylsilacyclopentadienyl) ethane）），トリフェニ
ルアミン構造を両端に有するオキサジアゾール誘導体（例えば、ＥＭ２，下記化学式参照
），フェナンスレン基を有するペリノン誘導体（perinone derivative with phenanthren
e、例えば、Ｐ１，下記化学式参照），トリフェニルアミン構造を両端に有するオリゴチ
オフェン誘導体（oligothiophene derivatives having triphenylamine structures at e
nds、例えば、ＢＭＡ－３Ｔ，下記化学式参照），ぺリレン誘導体（perylene derivative
s、例えば、ｔＢｕ－ＰＴＣ，下記化学式参照），トリス（８－キノリノール）アルミニ
ウム，ポリパラフェニレンビニレン誘導体（poly (p-phenylene vinylene) derivatives
），ポリチオフェン誘導体（poly-thiophene derivatives），ポリパラフェニレン誘導体
（poly-(p-phenylene) derivatives），ポリシラン誘導体（poly-silane derivatives）
、ポリアセチレン誘導体（poly-acethylene derivatives）等がある。
【００３０】
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【化１】

【００３１】
　また、ドーパント材料としては、キナクリドン（quinacridone），クマリン６（Coumar
in 6），ナイルレッド（Nile Red，下記化学式参照），ルブレン（rubrene（5,6,11,12-t
etraphenyltetracene），下記化学式参照）、４－（ジシアノメチレン）－２－メチル－
６－（パラ－ジメチルアミノスチリル）－４Ｈ－ピラン（4-(di-cyanomethylene)-6-(p-d
imethyl aminostyryl )- 2-methyl-4H-pyran，ＤＣＭと略す），ジカルバゾール誘導体（
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【００３２】
【化２】

【００３３】
　発光層の形成（成膜）は、ホスト材料（単体）の真空蒸着や、ホスト材料とドーパント
材料との共蒸着等により行われる。
【００３４】
　正孔輸送層の材料としては、Ｎ，Ｎ′－ビス（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ′－ジフ
ェニル－［１，１′－ビフェニル］－４，４′ジアミン（N,N’-diphenyl-N,N’-bis (3-
methylphenyl)-1,1’-biphenyl-4,4’-diamine，ＴＰＤと略す）、４，４′－ビス［Ｎ－
(１－ナフチル)－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル(4,4'-bis (N-1-naphthyl)-N-phenyla
mino) biphenyl，α－ＮＰＤと略す)、４，４′，４″－トリ（Ｎ－カルバゾリル）トリ
フェニルアミン（4,4',4''-tris (N-carbazole)　triphenyl amine，ＴＣＴＡと略す）、
１，３，５－トリス［Ｎ－（４－ジフェニルアミノフェニル）フェニルアミノ］ベンゼン
（1, 3, 5-Tris[ -(4-diphenylaminophenyl) phenylamino]. benzene，ｐ－ＤＰＡ－ＴＤ
ＡＢと略す）等がある。その形成（成膜）は、真空蒸着法等により行なわれる。
【００３５】
　正孔注入層の材料としては銅フタロシアニン（copper phthalocyanine），スターバー
ストアミン化合物（starburst amine compounds），ポリアニリン（poly-aniline），ポ
リチオフェン（poly-thiophene）等がある。スターバーストアミンとは、トリフェニルア
ミンを基本とした星型の分子構造を有し、その一例（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）を以下に示す。
【００３６】
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【化３】

【００３７】
　正孔輸送層の形成（成膜）は、真空蒸着法等により行う。
【００３８】
　上記４種類の層の形成方法として、これを単体（１種類）の材料で形成するときには真
空蒸着法が、複数の材料の材料で形成するときには共蒸着法が、夫々用いられる。
【００３９】
　下部電極２を陰極とし且つ上部電極４を陽極とするとき、下部電極２には電子の注入効
率を高める仕事関数の小さな導電膜材料が望ましい。具体的にはアルミニウム、アルミニ
ウム・ネオジウム合金、マグネシウム銀合金等が挙げられる。上部電極４には酸化インジ
ウムを主原料とする酸化物で、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide透、インジウム－錫－酸化物）
またはＩＺＯ(Indium Zinc Oxide)等の透明導電膜が望ましい。透明導電膜としては、Ａ
ＴＯ（Antimony Tin Oxide，アンチモン－錫－酸化物）やＡＺＯ（Aluminum Zinc Oxide
，アルミニウム－亜鉛－酸化物）等の透明な導電性酸化物を用いてもよい。下部電極２及
び上部電極４の形成は、スパッタ法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等により行わ
れる。
【００４０】
　一方、下部電極２を陽極とし且つ上部電極４を陰極とするとき、陽極と陰極に上記と同
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様な材料を用いるが、トップエミッション型（Top Emission type）の有機ＥＬ表示装置
の製造において、上部電極４の陰極に透光性を持たせることが必要である。仕事関数の小
さな金属材料等の導電膜材料を用いる場合、可視光の透過率が少なくとも８０％以上とな
る厚さまで薄くする。膜厚は、例えば１５ｎｍ以下に形成する。また、金属材料等の導電
膜材料の上部に透明導電膜材料を積層した構造を用いてもよい。
【００４１】
　封止基板６には、ガラス基板等の透光性を有する材料からなる基板（板状部材）が用い
られる。透過率としては可視光領域において９５％以上（好ましくは９８％以上）が好適
である。また、熱変形によるシール材へのストレスを緩和するために、素子基板１と熱膨
張係数が近い材料または素子基板１と同質の材料が好ましい。
【００４２】
　吸湿性物質を含む層（以下、吸湿材層７）は、水を吸着する材料（吸湿材）を含み膜状
に形成される。吸湿材層７は、後述するシール材（硬化前の前駆体）８で封止基板６の表
面（主面）に形成された枠又は閉曲線の内部を、吸湿性物質が溶かされ又は分散された液
体（スラリーやゾルも含む）で満たした後、当該液体から溶媒を除去することで形成され
る。即ち、吸湿性物質は流動可能な状態で封止基板６の表面に塗布された後、封止基板６
又はその主面上の液膜が２００℃以下の温度で加熱される過程で流動しない膜状になり（
乾燥）、かつ可視光に対して高い透光性を示す。
【００４３】
　吸湿性物質の具体例として、有機金属錯体化合物、酸化カルシウム、酸化ストロンチウ
ム等の化学的に吸湿する材料や、ゼオライト（zeolite）等の物理的に吸湿する材料が上
げられる。吸湿性物質を含む液体には、吸湿性物質を封止基板６の表面やシール材８と結
合させる結合材（例えば、樹脂材料）を添加又は分散させてもよく、また、この液体を吸
湿性物質が分散された溶媒（溶剤）として調整してもよい。封止基板６の主面に塗布され
た吸湿性物質を含む液体は、２００℃以下の温度で加熱されることにより、これに含まれ
る溶媒が除去され、最終的に当該吸湿性物質を含む膜（即ち、吸湿材層７）となる。トッ
プエミッション型の有機ＥＬ表示装置においては、画素毎に設けられた有機ＥＬ素子から
の発光を、その外側に封止基板６の主面を通して出射させるために、吸湿材層７の形成に
は、透過率は可視光全領域で９０％以上（好ましくは９５％以上）の材料が好適である。
【００４４】
　可視光に対して高い透過率を示す吸湿性物質として、特許文献２に記載のアルミニウム
・オキサイド・オクチレート（aluminum oxide octylate，(C7H15-CO-O-Al=O)3）に代表
される金属酸化物のアルコキサイド（metal oxide alcoxide）やそのオリゴマ（oligomer
）並びに錯体化合物がある。これらの有機材料は、増粘剤（thickener）やゲル化剤（gel
lant）としての性質も備える。しかし、これを溶かす溶媒の調整により、この有機材料の
溶液は、封止基板６の主面における硬化前のシール材８で囲まれた領域全体（以下、シー
ル材８の枠内全域）に塗布される。また、この液膜から溶媒を蒸発させることにより、表
示基板１の主面における複数の発光素子が配置された領域（表示基板１における表示領域
，例えば図８の領域ＤＩＳＰ）に対向する封止基板６の主面の部分に、吸湿材層７が一様
に形成される。溶媒は、例えば、オレイン酸（oleic acid，C18H34O2，沸点：195℃）、
リモネン（limonene，C10H16，沸点：176℃）、及びキシレン（xylene，C6H4(CH3)2，沸
点：144℃）の混合により調整される。
【００４５】
　また、シリカゲルによる吸湿材層７の形成では、例えば、エチルシリケート（ethyl si
licate）をエチルアルコール（沸点：78.3℃）に溶かせて調整したシリカゾル（silica s
ol）をシール材８の枠内全域に塗布する。酸化カルシウム（CaO）による吸湿材層７の形
成では、例えば、酸化カルシウムをその分散剤であるエポキシ・シクロヘキシル・トリメ
トキシ・シラン（Epoxy Cyclohexyl Trimethoxy Silane）が添加された無水エタノール（
沸点：78℃）に分散し、これに有機バインダ（例えば、ウレタンアクリレート，urethane
 acrylateの如き樹脂材料）を添加して、シール材８の枠内全域に塗布する。酸化ストロ
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℃）のいずれか又はこれらを混合してなる溶媒に酸化ストロンチウムを混ぜて、この溶媒
をシール材８の枠内全域に塗布する。ゼオライトによる吸湿材層７の形成では、例えば、
ゼオライトが分散された脱水トルエン（沸点：110.6℃）をシール材８の枠内全域に塗布
する。
【００４６】
　上述の例に限らず、また、吸湿性物質の可視光に対する透過率に関わりなく、吸湿性物
質をシール材８の枠内全域（封止基板６の主面）に塗布するための液体の調整には、２０
０℃以下の加熱で除去される溶媒が用いられる。従って、シール材は２００℃以下の加熱
で分解せず且つ硬化しない材料を用いることができ、その選択肢は広がる。
【００４７】
　シール材８は、素子基板１の有機ＥＬ素子５と封止基板６の吸湿材層７が対向するよう
に配置して、素子基板１と封止基板６を固定するものである。シール材８には球状または
円柱状等のスペーサ(不図示)が含まれている。このスペーサにより素子基板１と封止基板
６との間隔ｔが規制されるため、有機ＥＬ素子５と吸湿材層６との接触を防止することが
できる。なお、スペーサの材質は、例えば、炭化ケイ素、酸化ケイ素、酸化アルミニウム
等の無機材料や、ポリマ等の樹脂材料がある。
【００４８】
　また、シール材８には、２００℃以下の加熱で硬化しない光硬化性樹脂を用いる。例え
ば、有機ポリマと、２００℃までの耐熱性のある光反応開始剤との混合物を用いるができ
る。有機ポリマの材料としては、側鎖アクリル基を有するポリマ、ビニルエーテルポリマ
、ハイパーブランチ型（hyperbranch-type）エポキシアクリレートポリマ、ハイパーブラ
ンチ型オキセタンメタリレートポリマ、ノボラック型（novolac-type）オキセタンアクリ
レートポリマ等がある。光反応開始剤としては、光ラジカル重合開始剤等がある。
【００４９】
　ハイパーブランチポリマ（hyperbranch polymer）とは、多分岐構造（highly/densely 
branched structure）を有するデンドリティック高分子（Dendritic polymer）であり、
その分子鎖がランダムに分岐することで、これが星状に分岐するデンドリマー（Dendrime
r）と異なる。ハイパーブランチ型オキセタンメタリレートポリマは、以下に（３－エチ
ル－３－オキセタニル）メチル・アクリレート（(3-ethyl3-oxetanyl) methyl acrylate
）として例示されるオキセタンアクリレート（Oxetane acrylate）の重合により形成され
る。オキセタンアクリレートは、そのオキセタン四員環（four-membered ring of oxetan
e）の２位と３位（白抜きの矢印で指示）の炭素間での開環により、その２位の炭素が、
他のオキセタンアクリレートの３位の炭素と結合して重合される。以下に例示されるハイ
パーブランチ構造では、この結合が点線で示される。
【００５０】
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【００５１】
　しかし、オキセタンメタリレートポリマの末端のオキセタンアクリレートや分子鎖を成
すオキセタンアクリレートの一部は、そのビニル基（vinyl）を成していた炭素（黒矢印
で指示）に他のオキセタンアクリレートが結合している。これにより、オキセタンメタリ
レートポリマの分子鎖は分岐し、ハイパーブランチ構造を呈する。一方、分子鎖を分岐さ
せないオキセタンメタリレートには、アクリル基（acryl，点線枠で囲まれた部分）やビ
ニル基が残る。従って、ハイパーブランチ型オキセタンメタリレートポリマは、その側鎖
にアクリル基やビニル基を有する。
【００５２】
　ノボラック型オキセタンアクリレートポリマの一例を以下に示す。このオキセタンメタ
リレートポリマも、その側鎖にアクリル基やビニル基を有する。
【００５３】
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【化５】

【００５４】
　光反応開始剤としては、例えば、アセトフェノン型光開始剤が用いられ、その一例とし
て、４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケト
ン（4-(2-hydroxyethoxy)phenyl-(2-hydroxy-2-propyl) ketone）の分子構造を以下に示
す。
【００５５】

【化６】

【００５６】
　なお、吸湿材層７の乾燥温度を超えていれば、シール材８の硬化開始温度は２００℃に
こだわる必要がなく、それより低温の材料でも問題はない。
【００５７】
　吸湿材層７の乾燥温度より高い硬化開始温度を有するシール材（シール材の前駆体）８
を用いることで、吸湿材層７の形成（塗布・乾燥）前にシール材８（硬化前の状態、例え
ばシール材の前駆体）を封止基板６上に予め形成してあっても、吸湿材層７の形成（乾燥
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）後、シール材８は柔軟性と接着性を損失しない。従って、封止基板６を素子基板１に貼
り合せる後段の工程にて、このシール材８を硬化させることにより、素子基板１と封止基
板６とが固着される。また、吸湿材層７の形成領域を、シール材８により規定できるため
、吸湿材層７の形成領域を規定する枠体を、封止基板６の主面にシール材８とは別に設け
る必要がない。また、素子基板１と封止基板６を固着するとき、シール材８は硬化反応に
伴い若干流動して、その一部が吸着材層７と重なる。従って、シール材８の硬化反応時に
、シール材組成物に因り脱離する水分や，硬化前のシール材（例えばシール材の前駆体）
８に残留していた水分は、その一部に接触した吸湿材層７に効率よく吸湿される。
【００５８】
　本実施形態では、吸湿材層および封止基板は透光性を有するため、これらが素子基板１
の主面に形成された有機ＥＬ素子の全領域を覆うように配置されても、有機ＥＬ素子から
の発光は、これらで遮蔽されない。また、素子基板１と封止基板６とで封止される空間の
広範囲に吸着材層が形成できるため、有機ＥＬ素子５の雰囲気は十分に除湿される。
【００５９】
　上述した如く、本発明によれば、有機ＥＬ表示装置の封止空間からその外側に出射され
る光（有機ＥＬ素子５の発光）の輝度を低下させることなく、封止空間の広範囲に吸湿性
物質が設けられる。このため、吸湿性物質の十分な吸湿効果により、封止空間に配置され
た有機ＥＬ素子の劣化が防止され、その結果、有機ＥＬ表示装置の寿命は長くなる。また
、この有機ＥＬ表示装置は、複雑な製作工程も必要としない。従って、信頼性の高い有機
ＥＬ表示装置が、簡略な製造工程で且つ高い歩留まりで製造できる。
【００６０】
　＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態に係る有機ＥＬ表示装置及びその製造方法を、図２乃至図５を用
いて説明する。
【００６１】
　アクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置の素子基板１０１上に画素毎に形成される有
機ＥＬ素子について、図２乃至図３を用いて説明する。
【００６２】
　図２（ａ）～（ｂ）には、画素の一つ（以下、画素部）に設けられる駆動回路と下部電
極１０２および画素分離膜の製造工程を説明するための断面図が示される。
【００６３】
　ここでは、駆動回路に低温ポリシリコンＴＦＴ回路を取り上げて説明する。この低温ポ
リシリコンＴＦＴ回路は、液晶パネルに用いられているＴＦＴ回路と同様な工程により製
造可能であるため、その作製における半導体層へのイオン打ち込み、半導体層の活性化ア
ニール等、液晶パネルの製造にて公知の工程は、以下の説明にて省略される。
素子基板１０１は、絶縁表面を有する基板であり、例えば、ガラス基板、石英基板、シリ
コン基板等が用いられる。
図２(ａ)に示すように、素子基板１０１の一方の面（主面）に、バリア膜として、例えば
窒化ケイ素（ＳｉＮ）及び炭化ケイ素（ＳｉＯ２）からなる下層絶縁膜１３１をＣＶＤ法
（化学気相成長法）等により堆積する。さらに、この下層絶縁膜１３１上に適当な膜厚(
例えば約５０ｎｍ)のアモルファスシリコン膜（非晶質半導体膜）１３２をＣＶＤ法によ
り堆積する。
【００６４】
　その後、このアモルファスシリコン膜１３２の、各画素の駆動回路を形成すべき領域を
エキシマレーザ照射法等によって改質する。さらに、図２(ｂ)に示すように、改質後のシ
リコン膜（例えば、多結晶膜）１３２’を、予め定めた形状にエッチングしてから、シリ
コン膜１３２’上にゲート絶縁膜（不図示）、ゲート配線１３３、ソース・ドレイン配線
１３４、層間絶縁膜１３５及びパシベーション膜１３６を形成する。これにより、各画素
部にそれぞれ所定数（例えば２～５個）の低温ポリシリコンＴＦＴ回路が形成される。改
質されたシリコン膜１３２’のソース・ドレイン配線１３４に夫々接続された両端の間は
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チャネルとも記され、ゲート配線１３３からゲート絶縁膜を介してチャネルに印加される
電界により、チャネルにおける電荷の流れが制御される。低温ポリシリコンＴＦＴは、シ
リコン膜１３２’、ゲート絶縁膜、ゲート配線１３３、及びソース・ドレイン配線１３４
を備えた電界効果型トランジスタ（薄膜トランジスタ）の１種で、そのチャネルは低温プ
ロセスで改質された半導体層から成る。図８に示す等価回路を参照すれば、低温ポリシリ
コンＴＦＴは能動素子ＴＲ２に、各画素部は画素ＰＸに、複数の画素部がマトリックス状
に配置された素子基板１０１の主面の領域は表示領域ＤＩＳＰに、夫々対応する。能動素
子ＴＲ１は、図２（ｂ）に示された低温ポリシリコンＴＦＴと概ね同じ構造を有する。
【００６５】
　次に、スパッタリングや蒸着法等により、各画素部の低温ポリシリコンＴＦＴ回路上に
、下部電極１０２を形成する。
【００６６】
　下部電極１０２は、アルミニウム、アルミニウム－ネオジウム合金、マグネシウム－銀
合金等の金属膜や、これらの金属膜とＩＴＯやＩＺＯの透明導電膜とを積層した積層膜の
いずれかで形成される。トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置では、有機発光層の発
光光を有効に利用するために、下部電極１０２は可視光を反射する材料で形成され、また
は可視光を反射し易い構造を有することが好ましい。下部電極１０２のパターンは、その
材料膜の公知のフォトリソグラフ（レジストの塗布、露光および現像）を用いたエッチン
グにより形成される。
【００６７】
　その後、各画素部の発光領域を分離するための絶縁性の隔壁（以下、画素分離膜）１３
８を隣り合う下部電極１０２の間に形成する。画素分離膜１３８は、素子基板１０１の一
方の面全体に塗布された感光性の絶縁樹脂（ポリイミドやアクリル等）の露光および現像
によって形成されてもよく、スパッタまたは蒸着で素子基板の一方の面全体に形成された
無機物の絶縁膜のエッチングによって形成されてもよい。
【００６８】
　次に素子基板１０１上に、有機ＥＬ素子１０５を形成する。図３は素子基板１０１上に
形成する有機ＥＬ素子１０５の断面構成を示す。図３では、図２の低温ポリシリコンＴＦ
Ｔ回路を省略して、下部電極１０２と画素分離バンク１３８より上部側を示している。画
素分離膜１３８で各々囲まれた有機ＥＬ素子１０５は、図８に示す有機ＥＬ素子ＯＬＥに
対応し、その３つの断面の並設（juxtaposition）は表示基板１０１の主面に形成された
表示領域ＤＩＳＰ（表示基板１の主面上）の断面に対応する。アクティブマトリクス型有
機ＥＬ表示装置の画素部に各々配置される能動素子ＴＲ１，ＴＲ２及び容量素子ＳＴＲ（
所謂、駆動回路の要素）は、図３において省略される。
【００６９】
　下部電極１０２の上面の周縁は画素分離膜１３８の端部に覆われているため、この上面
には画素分離膜１３８の開口部が形成される。下部電極１０２上の画素分離膜１３８の開
口部内に、有機発光層１０３がシャドウマスク等を用いた蒸着法等により選択的に形成さ
れた後、この有機発光層１０３上に上部電極１０４が蒸着法やスパッタ法等により形成さ
れる。
【００７０】
　有機ＥＬ素子１０５は、下部電極１０２と有機発光層１０３と上部電極１０４により構
成される。本実施形態に例示される有機ＥＬ素子１０５も、下部電極１０２を陰極とし且
つ上部電極１０４を陽極とする構造、及び下部電極１０２を陽極とし且つ上部電極１０４
を陰極とする構造のいずれかを有する。トップエミッション型の有機ＥＬ表示装置に備え
られる有機ＥＬ素子１０５は、その構造に関わらず、可視光に対して高い透過性を示す材
料で形成された上部電極１０４を有する。有機ＥＬ素子１０５の構造及び材料は、例えば
、第１実施形態に記される。
【００７１】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置の一例において、これに設けられる有機ＥＬ素子１０５
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は、次のように作製される。下部電極１０２は、スパッタリングにより形成されたアルミ
ニウム（Ａｌ）の膜（厚さ：１００ｎｍ）を、フォトリソおよびエッチングでパターニン
グして成形される。図２（ｂ）に示される駆動回路を画素毎に備えたアクティブマトリク
ス型有機ＥＬ表示装置において、アルミニウム膜はパシベーション膜１３６上に形成され
、そのパターニングにより画素毎に分けられた下部電極１０２は、パシベーション膜１３
６の開口を通して、ソース・ドレイン配線１３４の一つに接続される。次に感光性のアク
リル樹脂で下部電極１０２を覆い、このアクリル樹脂を露光し且つ現像して、画素分離膜
１３８に成形する。画素分離膜１３８は、例えば隣接し合う下部電極１０２の間で、下部
電極１０２の下地層（図２（ｂ）では、パシベーション膜１３６）の上面を覆う。さらに
、画素分離膜１３８の開口部で露出された下部電極１０２の上面に、シャドウマスクを用
いた蒸着法により、電子注入層としてＬｉＦ膜を厚さ０．５ｎｍで、電子輸送層としてト
リス（８－キノリノール）アルミニウム（以下Ａｌｑと略記）を厚さ２０ｎｍで、順次形
成する。
【００７２】
　電子輸送層上には、ホスト材料としてＡｌｑを、ドーパント材料としてキナクリドンを
夫々含む発光層が形成される。複数の材料を用いた成膜工程には、共蒸着法が適用される
。従って、発光層は、Ａｌｑとキナクリドンのシャドウマスクを通した電子輸送層上への
共蒸着により、Ａｌｑとキナクリドンの共蒸着膜（膜厚：２０ｎｍ）として形成される。
【００７３】
　発光層上には、シャドウマスクを用いた蒸着法により、正孔輸送層として４、４－ビス
［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアルミノ］ビフェニル膜（以下、α－ＮＰＤ膜と
略記）が厚さ５０ｎｍで、正孔注入層として銅フタロシアニンが厚さ５０ｎｍで、順次形
成される。正孔注入層上には、シャドウマスクを用いたスパッタ法により、上部電極１０
４として、ＩＺＯが厚さ１００ｎｍで形成される。なお、ここで挙げた各層の材料および
これらの積層構成等は、一例であり、本実施形態における有機ＥＬ素子の構造を限定する
ものではない。全ての画素の発光層を同じ材料又はその組み合せで形成すれば単色のアク
ティブパネルが得られ、赤、青、緑の発光層材料をシャドウマスク等で選択された画素群
毎に夫々蒸着すれば、カラーパネルが得られる。
【００７４】
　一方、封止基板２０１の表面（素子基板１０１に対向する主面）のシール材２０２によ
り封止される領域（以下、吸湿材層形成面２０１Ａ）には、図４（ａ）～（ｃ）に示す手
順で、吸湿材層２０３Ｂが形成される。
【００７５】
　図４（ａ）に示すように、封止基板２０１の主面には、吸湿材層形成面２０１Ａの周縁
を囲む枠状のシール材２０２が形成される。図４（ａ）に示されるシール材２０２は、硬
化される前の状態にあり、その構造物はシール材の前駆体を含む材料から成ると記される
こともある。封止基板２０１の主面にて、吸湿材層形成面２０１Ａは、連続的に延在し又
は閉曲線を成すシール材２０２で囲まれた領域とも規定される。
【００７６】
　封止基板２０１には、ガラス基板や石英基板等に代表される透光性を有する材料から成
る基板（板状部材）が用いられる。特にトップエミッション型の有機ＥＬ表示装置におい
て、封止基板２０１は、可視光領域において９５％以上（好ましくは９８％以上）の透過
率を示す材料で形成されていることが好ましい。また、素子基板１０１と封止基板２０１
の熱膨張により、これらを固着するシール材２０２に加わるストレスを小さくするために
、封止基板２０１は、素子基板１０１との線膨張係数の差が小さい材料、または素子基板
１０１と同質の材料から成ることが好ましい。
【００７７】
　シール材２０２には、２００℃以下の加熱で硬化しない光硬化性樹脂を用いる。例えば
、有機ポリマと、２００℃までの耐熱性のある光反応開始剤との混合物を用いるができる
。有機ポリマの材料としては、側鎖アクリル基を有するポリマ、ビニルエーテルポリマ、
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ハイパーブランチ型エポキシアクリレートポリマ、ハイパーブランチ型オキセタンメタリ
レートポリマ、ノボラック型オキセタンアクリレートポリマ等が例示される。光反応開始
剤として、例えば、光ラジカル重合開始剤等が用いられる。
【００７８】
　また、シール材２０２には球状または円柱状等のスペーサ(不図示)が含まれている。ス
ペーサの材質は、炭化ケイ素、酸化ケイ素、酸化アルミニウム等の無機材料や、ポリマ等
の樹脂材料がある。大きさは、直径１５～５０μｍが好ましい。
【００７９】
　シール材２０２は、ディスペンサ方式やスクリーン印刷方式等の公知の手段により、極
力水分濃度の低い乾燥雰囲気（例えば露点－８５℃の窒素雰囲気）内で、封止基板２０１
の主面に塗布される。封止基板２０１の主面の単位面積に対するシール材（例えば、その
前駆体を含む材料）の塗布量（供給量）は、この主面に塗布されたシール材（硬化前の状
態）の厚さが６０～１２０μｍ（好ましくは８０～１００μｍ）の範囲に留まるように調
整するとよい。
【００８０】
　次に図４（ｂ）に示すように、シール材２０２の内側（吸湿材層形成面２０１Ａ内）に
、吸湿材溶液２０３Ａを塗布する。
【００８１】
　吸湿材溶液２０３Aは、水を吸着する材料（吸湿材、又はその前駆体）を含み、流動可
能な状態を呈する限り、ゾルやスラリーとして調製されてもよい。また、吸湿材溶液２０
３Ａは、吸湿材層形成面２０１Ａに塗布された後、２００℃以下（好ましくは１５０℃以
下）の温度で加熱されて吸湿材層形成面２０１Ａ上に流動しない膜を形成し、且つこの膜
に透光性を付与する材料を含む。吸湿材溶液２０３Ａは、第１実施形態で挙げた有機金属
錯体化合物、酸化カルシウム、酸化ストロンチウム等の化学的に吸湿する材料やゼオライ
ト等の物理的に吸湿する材料を、例えば結合材等とともに溶媒中に分散して調製される。
【００８２】
　吸湿材溶液２０３Ａの吸湿材層形成面２０１Ａへの塗布は、ディスペンサ方式やスクリ
ーン印刷方式、滴下方式、インクジェット方式の公知の手法により、極力水分濃度の低い
乾燥雰囲気（例えば露点－８５℃の窒素雰囲気）内で行う。吸湿材溶液２０３Ａは、溶液
状態でも吸湿して粘度等が変化し塗布が不安定になることがあり、また、塗布中も周囲の
水分を吸着するため、極力水分の少ない雰囲気中で取り扱う方がよい。また、吸湿材溶液
２０３Ａは、シール材２０２を乗り越えない（吸湿材層形成面２０１Ａの外側に漏れない
）ように吸湿材層形成面２０１Ａ内に塗布される。シール材２０２と吸湿材料溶液２０３
Ａとが撥液関係（repelling each other）にあれば、吸湿材料溶液２０３Ａの塗布時に、
そのシール材２０２の乗り越えを抑制しやすくなる。また、吸湿材料溶液２０３Ａの溶媒
としては、シール材２０２を溶解しないものが好ましい。
【００８３】
　次に図４（ｃ）に示すように、シール材２０２Ａの内側に塗布した吸湿材溶液２０３Ａ
を乾燥して、吸湿材層２０３Ｂを形成する。
【００８４】
　吸湿材溶液２０３Ａの乾燥は、極力水分濃度の低い乾燥雰囲気（例えば露点－８５℃の
窒素雰囲気）内で、２００℃以下の加熱により行う。
【００８５】
　加熱手段としては、ホットプレートや加熱オーブン等がある。加熱は常温から乾燥温度
まで昇温して、乾燥温度で保持し、冷却してもよいし、あらかじめ乾燥温度に装置を維持
しておき、その環境に投入した後に冷却してもよい。なお、ここに記される吸湿材料溶液
２０３Ａの乾燥とは、吸着材料溶液２０３Ａの液膜の流動が認められない、言わば当該液
膜が吸湿材層２０３Ｂに変化したと判断されるときに完了され、その時点で、吸湿材層２
０３Ｂが吸湿材料として機能する状態であればよい。
【００８６】
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　吸湿材層２０３Ｂの膜厚は、有機ＥＬ素子との接触を防ぐために、シール材２０２に含
有するスペーサの大きさにより決定する。スペーサとしては、例えば、大きさ１５～５０
μｍを用いる場合、吸湿材層２０３Ｂの膜厚としては、スペーサの大きさより少なくとも
１０μｍは小さく形成する。また、スペーサを大きくしたとき、シール材自体による透湿
量も多くなるため、シール材で規定される封止空間の低水分濃度維持の観点から、吸湿材
層２０３Ｂの膜厚も厚くする方がよい。
【００８７】
　吸湿材層２０３Ｂの可視光透過率は、可視光全領域において９０％以上、好ましくは９
５％以上にするとよい。なお、吸湿材溶液２０３Ａに透光性を付与しなくとも、乾燥後、
吸湿材層２０３Ｂとなった状態で透光性を付与する吸湿材料であれば、本実施形態による
有機ＥＬ表示装置の作製に用いることが可能である。
【００８８】
　吸湿材料溶液２０３Ａの乾燥温度を、シール材２０２の硬化開始温度よりも低くするこ
とで、吸湿材料溶液２０３Ａの乾燥が完了した段階（図４（ｃ））でも、シール材２０２
は固化せずに、柔軟性と接着性を有する。従って、シール材２０２は素子基板１０１と封
止基板２０１とを貼り合せる段階（後述）で硬化され、これらに挟まれた空間を封止する
封止材としての役割を果たすことができる。
【００８９】
　次に図５（ａ）に示すように、有機ＥＬ素子１０５（素子基板１上の表示領域）と吸湿
材層２０３Ｂとが対向するように、素子基板１０１と封止基板２０１とを重ね合わせる。
その後、図５（ｂ）に示すように、シール材含有のスペーサ（図示せず）の大きさまで、
シール材２０２の高さが小さくなるように素子基板と１０１と封止基板２０１を近づけた
状態で、紫外光を照射してシール材２０２を硬化する。
【００９０】
　素子基板１０１と封止基板２０１とを、相互のずれを抑え且つ精度良く重ね合わせるに
は、アライメント機構を有する貼り合わせ装置を用いるのが好ましい。また、貼り合わせ
装置には、素子基板１０１と封止基板２０１の位置合わせ後に、基板の間隔を平行に保ち
ながら近づけてシール材を両方の基板に接触させる機構と、シール材接触後に加圧する機
構と、その状態を維持して紫外線を照射する機構を有するのが好ましい。また、重ね合わ
せを行う空間に充填する気体は、水分を極力取り除いた乾燥窒素雰囲気等が好ましく、さ
らにこの空間の圧力調整ができるものが良い。さらに、素子基板１０１と封止基板２０１
は、それぞれの主面に構成要素（有機ＥＬ素子１０５や吸湿材層２０３Ｂ）が形成された
後、これらの貼り合わせ作業を行う装置まで水分を極力取り除いた不活性雰囲気（例えば
乾燥窒素等）を通過させ、望ましくは大気に接触させないように取り扱うとよい。
【００９１】
　封止基板２０１上のシール材２０２が素子基板１０１に接触した初期の段階（重ね合わ
せ直後と称する）では、シール材２０２（硬化前）の高さは、シール材に含有しているス
ペーサの高さより大きい。このとき、封止基板２０１の主面において、吸湿材層２０３Ｂ
は、その輪郭（contour）の全てが封止基板２０１の主面に接するシール材２０２の内側
の輪郭（inner contour）に接するような、単一の膜を成しているとよい。以下、素子基
板１０１と封止基板２０１とが重ね合わされながら有機ＥＬ表示装置として完成されない
構造体を、便宜的にパネルと記す。
【００９２】
　この状態から、加圧等により封止基板２０１と素子基板１０１の間隔をさらに近づけ、
スペーサの高さまでシール材２０２の厚さを小さくする（図５（ｂ））と、シール材２０
２は枠状に形成されているため、これに囲まれた封止空間１２１の圧力は、重ね合わせ直
後（図５（ａ））の封止空間１２１の圧力より高くなる。これにより、シール材２０２に
対して、パネル内部（封止空間１２１）から外側に向かう圧力がかかる。この圧力が大き
くなり過ぎると、シール材２０２は封止空間１２１からその外側に向けて破断されて、封
止空間１２１をパネルの雰囲気に開放する。
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【００９３】
　そのため、スペーサの高さまでシール材２０２の厚さが小さくなった状態で、封止空間
の圧力が、大気圧と同等になるように、重ね合わせ前の封止作業を行う装置内の圧力を、
大気圧より低くするとよい。なお、有機ＥＬ表示装置の使用環境をほぼ大気圧と想定する
と、シール材２０２の厚さをスペーサの高さまで小さくした段階で、封止空間１２１の圧
力が大気圧より極めて低いとき、素子基板１０１と封止基板２０１が近づくように変形し
て有機ＥＬ素子１０５と吸湿材層２０３Ｂとが接触する可能性がある。また、この段階で
封止空間１２１の圧力が極めて高いとき、シール材２０２を引きはがそうとする力が働き
、シール材１２１の接着力（adhesion）を不安定にし、封止空間の低水分雰囲気維持に支
障をきたす可能性がある。例えば、大きさが２５μｍのスペーサを含むシール材（硬化前
、例えば、シール材の前駆体）を用い、重ね合わせ直後のシール材の高さが８０μｍのと
き、重ね合わせ前の封止作業を行う装置内の圧力を約３２ｋＰａとすることで、シール材
の厚みがスペーサの大きさ（２５μｍ）まで小さくしたときの封止空間１２１内の圧力を
ほぼ大気圧（１０１ｋＰａ）に調整できる。
【００９４】
　また、シール材２０２は、その厚みがスペーサの大きさまで小さくなるように圧縮され
たとき、その流動により、その一部が吸着材層７の周縁上に延びる。従って、硬化直前の
シール材は、その内周の輪郭に沿う部分で、吸湿材層２０３Ｂの上面に接する。シール材
２０２の硬化反応時に、シール材２０２（又はその前駆体）の組成物に起因し且つ当該シ
ール材２０２から脱離する水分と、硬化反応前からシール材２０２に残留していた水分は
、シール材２０２に接触した吸湿材層２０３Ｂ（その周縁）で効率よく積極的に吸湿され
る。
【００９５】
　シール材２０２を紫外光で照射して硬化させる工程では、有機ＥＬ素子１０５（特に、
その材料）の紫外光照射による劣化を防止するために、シール材２０２を選択的に紫外光
で照射することが好ましい。また、シール材２０２を紫外光で照射するとき、紫外光の素
子基板の配線や回路による遮蔽を避けるために、紫外光は封止基板２０２側からシール材
２０２に入射させることが望ましい。また、シール材２０２は、紫外光により硬化反応が
開始し、その後、７０℃程度の加熱により硬化を促進する材料でも、紫外光だけで硬化す
る材料どちらも用いることができる。また、シール材２０２は、より水分の透湿量の少な
い材料で形成することが好ましい。
【００９６】
　以上の工程により、有機ＥＬ表示装置が完成する。
【００９７】
　このように、本実施の形態に係る製造工程によれば、吸湿材溶液２０３Ａの塗布領域を
規定する仕切り壁として機能し、かつ吸着材溶液２０３Ａの硬化後も基板間を固定するた
めの接着材として機能するシール材２０２により、素子基板１０１と封止基板２０１との
間の空間（１２１）が封止できるため、吸湿材層２０３Ｂがシール材２０２を貫通して封
止空間１２１の外側に突き出ることはなく、封止空間１２１に配置された有機ＥＬ素子１
０５の劣化が防がれる。また、封止基板２０１上に吸湿材層２０３Ｂの形成領域を規定す
る枠状部材を別途設ける必要もないため、有機ＥＬ表示装置の製造工程の簡略化も図れる
。
【００９８】
　また、本実施形態の吸湿材層２０３Ｂおよび封止基板２０１は透光性を有するため、こ
れらを有機ＥＬ素子の全領域を覆うように配置しても、有機ＥＬ素子からの発光は殆んど
遮蔽されない。
【００９９】
　また、封止空間１２１内の広範囲に吸着材層２０３Ｂが形成されるため、有機ＥＬ素子
１０５の雰囲気は十分に吸湿される。この吸湿効果を確認するために、本実施の形態に係
る製造工程により製造された有機ＥＬ表示装置を、温度８５℃、湿度８５％の恒温槽に放
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置し、有機ＥＬ素子１０５におけるダークスポット（非発光領域）の成長を調べた。ダー
クスポットは、完全な円形で成長するとは限らないため、その外形が最も大きくなるよう
に測定してダークスポットの大きさと定義した。即ち、ダークスポットの大きさは、その
輪郭の外接円として評価される。初期に大きさ２μmのダークスポットについて、その経
時的な変化を観察したところ、５００時間経過後で１０μmまでしか成長しなかった。ダ
ークスポットの大きさが、１５μm以下（好ましくは１０μm以下）であれば、有機ＥＬ表
示装置の表示画面において、目視では確認できず、その実用上の問題はない。従って、本
実施形態に係る製造工程により製造された有機ＥＬ表示装置が、実用的に信頼性を満足す
ることが確認された。
【０１００】
　以上、本発明により、封止空間から有機ＥＬ素子の発光を取り出す（出射させる）効率
を低下させることなく、且つ封止空間内の広範囲に吸湿性物質が設けられた有機ＥＬ表示
装置が作製され、その吸湿性物質の十分な吸湿効果による有機ＥＬ素子の劣化の抑止によ
り、その表示画像の輝度が末永く保たれる。また、この有機ＥＬ表示装置は、複雑な製作
工程も必要としない。従って、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置を簡略な製造工程で製造す
ることができる。
【０１０１】
　＜第３実施形態＞
　本実施形態では、有機発光素子の発光を素子基板側から取り出す所謂ボトムエミッショ
ン型の有機ＥＬ表示装置の一例を、図６を参照して説明する。本実施の形態の有機ＥＬ表
示装置は、実施の形態１の図１を用いた有機ＥＬ表示装置と比べて、素子基板、封止基板
、吸湿材層、および有機ＥＬ素子の構造で若干相違する。
【０１０２】
　本実施形態で説明される有機ＥＬ表示装置は、封止基板５１０及びその主面に形成され
た吸着材層５０７Ｂを通して有機ＥＬ素子（有機発光素子）５０５の発光を取り出さない
ため、吸湿材層５０７Ｂに透光性を付与する必要はなく、その形成に用いる材料の選択肢
も広がる。従って、吸収材層５０７Ｂの形成には、第１実施形態に例示された材料の他に
、２００℃以下の温度で流動性のない膜となる透光性の低い材料も用いることができる。
封止基板５１０の主面上に吸着剤層５０７Ｂを形成する工程は、第２実施形態で説明した
それと同様である。
【０１０３】
　一方、素子基板５０１上に形成された有機ＥＬ素子５０５の構造は、その発光層からの
発光を素子基板５０１の主面から有機ＥＬ表示装置の外側に出射させるために、素子基板
５０１には、ガラス基板のような、透光性を有し且つ絶縁表面を有する材料から成る基板
（板状部材）を用いる。下部電極５０２も有機ＥＬ素子の発光層からの発光を透過させる
ために、透明な導電材料で形成される必要があり、例えば、ＩＴＯやＩＺＯからなる陽極
として形成される。このとき、上部電極５０４は陰極として機能させるため、仕事関数の
小さな導電膜材料で形成されることが望ましい。上部電極５０４の形成に用いる具体的な
材料として、アルミニウム、アルミニウム－ネオジウム合金、マグネシウム－銀合金等が
挙げられる。また、上部電極５０４は有機ＥＬ素子の発光効率をあげるために、可視光を
反射するものが好ましい。下部電極５０２を陽極とし且つその上部電極５０４を陰極とし
て構成される有機ＥＬ素子５０５は、下部電極５０２と上部電極５０４との間に、下部電
極５０２／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／上部電極５０４
を順次積層してなる積層構造を有する。ただし、上記積層構造において、電子注入層ある
いは正孔注入層、電子輸送層あるいは正孔輸送層が省略されることもある。また、下部電
極５０２と上部電極５０４との間に挿入される上記５種類の層は、例えば、実施形態１で
夫々に例示された材料で形成される。
【０１０４】
　有機ＥＬ素子５０５の製造工程の一例は、次のように記される。例えば、下部電極５０
２として、スパッタリング法等によりＩＴＯ膜が膜厚１００ｎｍで形成される。下部電極
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５０２上には、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層の順に各層が
積層される。各層の材料、成膜条件、膜厚は、第２実施形態において、図４を参照して説
明したように選ばれる。例えば、正孔注入層として、蒸着法により銅フタロシアニンが膜
厚５０ｎｍで形成される。正孔輸送層として、蒸着法により４、４－ビス［Ｎ－（１－ナ
フチル）－Ｎ－フェニルアルミノ］ビフェニル膜（以下、α－ＮＰＤ膜と略記）が膜厚５
０ｎｍで形成される。発光層として、共蒸着法によりＡｌｑとキナクリドンの共蒸着膜が
、膜厚２０ｎｍで形成される。電子輸送層として、蒸着法によりトリス（８－キノリノー
ル）アルミニウム（以下Ａｌｑと略記）が膜厚２０ｎｍで形成される。電子注入層として
、蒸着法によりＬｉＦ膜が膜厚０．５ｎｍで形成される。
【０１０５】
　電子注入層上には、上部電極５０４として、シャドウマスクを用いたＥＢ蒸着法等によ
り、アルミニウム（Ａｌ）が膜厚１００ｎｍで形成される。
【０１０６】
　次に素子基板５０１と封止基板２０５を重ね合わせ、これらに挟まれた空間を封止する
。封止条件及びその工程は、第２実施形態において、図５（ａ）～（ｂ）を参照して説明
したとおりである。第１実施形態及び第２実施形態と同様に、本実施形態においても、シ
ール材５０６（硬化前）は、スペーサの大きさまで厚みを小さくした際に流動して、その
一部（内周沿いの部分）が吸着材層５０７Ｂ（その周縁）の上部へ延びる。従って、シー
ル材５０６の内周に沿う縁は、吸着材層５０７Ｂの周縁の上面に接する。シール材５０６
の硬化反応時に、シール材５０７Ｂからこの組成物に起因して脱離する水分と、硬化反応
前からシール材５０６に残留していた水分とは、これに接触した吸湿材層５０７Ｂで効率
よく吸湿される。
【０１０７】
　以上の工程により、透光性を有する素子基板５０１側から有機発光素子５０５の発光５
０８を取り出すボトムエミッション型の有機ＥＬ表示パネルが完成する。
【０１０８】
　本実施形態に係る製造工程によれば、素子基板５０１側から有機発光素子５０５の発光
を取り出すように構成された有機ＥＬ表示装置においても、封止基板５１０の主面（素子
基板５０１に対向する）に吸収材層を形成し又はシート状の乾燥剤を収納するための凹部
を設ける必要はなく、有機ＥＬ表示装置の製造工程の簡略化が図られる。
【０１０９】
　また、吸湿材層５０７Ｂの形成領域を規定する仕切り壁として機能し、かつ吸湿材層５
０７Ｂの乾燥後も基板間を固定するための接着材として機能するシール材５０６により、
素子基板５０１と封止基板５１０との間の空間を封止できるため、吸湿材層５０７Ｂがシ
ール材５０６Ｂを貫通して封止空間の外側に延びて、有機ＥＬ表示装置の雰囲気に曝され
ることはなくなる。また、封止基板５１０の主面上に吸湿材層５０７Ｂの形成領域を規定
する枠状部材を別途の設ける必要もないため、有機ＥＬ表示装置の製造工程の簡略化が図
られる。
【０１１０】
　以上、本実施形態でも、有機ＥＬ素子５０５が配置された封止空間の広範囲に吸湿性物
質が設けられた有機ＥＬ表示装置が提供され、その吸湿性物質の十分な吸湿効果により、
有機ＥＬ素子の劣化は防止される。また、本実施形態に係る有機ＥＬ表示装置も複雑な製
作工程も必要としない。従って、信頼性の高い有機ＥＬ表示装置が簡略な製造工程で製造
できる。
【産業上の利用可能性】
【０１１１】
　本発明は、表示輝度が長期間に亘り維持される有機ＥＬ表示装置を、製造工程を煩雑に
することなく、量産せしめる。また、本発明は、有機ＥＬ表示装置のみならず、これが実
装される民生電子機器の安定且つ廉価で供給する。例えば、本発明に係る有機ＥＬ表示装
置が搭載された民生電子機器の一例として、デジタル・カメラ（ＤＳＣ）が図９に示され
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するためのモニタ（ファインダ）として組み込まれる。また、本発明による有機ＥＬ表示
装置は、デジタル・ビデオカメラ、携帯電話、パーソナル・コンピュータ等、画像を表示
するためのモニタを備えた電子機器であれば、どれにも実装可能である。
【０１１２】
　なお、本発明は、上記の構成に限定されるものではなく、本発明の技術思想を逸脱する
ことなく、種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の駆動回路と下部電極と画素分離膜の
製造工程を説明するための図である。
【図３】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の有機ＥＬ素子の製造工程を説明する
ための図である。
【図４】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の封止基板の製造工程を説明するため
の図である。
【図５】本発明の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の封止工程を説明するための図である
。
【図６】本実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図７】従来の表示装置の構成を説明するための断面図である。
【図８】有機ＥＬ表示装置の素子基板に形成される複数の画素配置を説明するための等価
回路図である。
【図９】本発明の実施の一形態に係る電子機器（デジタルカメラ）の外観図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１…素子基板、２…下部電極、３…有機発光素子、４…上部電極、５…有機ＥＬ素子、
６…封止基板、７…吸湿材層、８…シール材、１０1…素子基板、１０２…下部電極、１
０３…有機発光層、１０４…上部電極、１０５…有機ＥＬ素子、１２１…封止空間、２０
１…封止基板、２０1Ａ…吸湿材層形成面、２０２…シール材、２０３Ａ…吸湿材溶液、
２０３Ｂ…吸湿材層、１２1…封止空間、３０1…素子基板、３０２…有機ＥＬ表示回路、
３０３…シール材、３０４…封止空間、３０５…シート状吸湿材、３０６…封止キャップ
、３０７…凹部、３０８…発光光、５０1…素子基板、５０２…下部電極、５０３…有機
発光素子、５０４…上部電極、５０５…有機ＥＬ素子、５０６…シール材、５０７Ｂ…吸
湿材層、５０８…発光光、６０１…モニタ。
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